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[はじめに] 

 有機金属気相成長法(MOVPE法)による Si基板上の CdTe成長層を用いた放射線検出器の開発を行ってい

る。これまで 12.0×12.0mm2の(211)Si 基板上の CdTe 成長層による 8×8 にピクセル化した二次元検出器ア

レイを作製し、X 線のエネルギー識別画像の検出が可能であることを確認した。検出器アレイの大面積化

と高性能化のためには成長層の大面積化と暗電流の低減及びその分布の均一化が必要である。ここでは、

25.4×25.4mm2の Si 基板上の CdTe 成長層を用いて 20×20 ピクセルの二次元検出器アレイを作製し、その

特性評価を行ったので報告する。 

[実験方法] 

 (211)n+-Si 基板上に p-CdTe/n-CdTe/n+-Si の構造を持つ厚膜 CdTe 層を成長した。その後両面に金電極を

形成し、ブレードダイシングにて p-CdTe 側から X 及び Y 方向にトレンチを形成し、20×20ピクセルの二

次元検出器アレイを作製した。各ピクセルサイズは 1.12×1.12mm2で、ピクセルピッチは 1.17mm である。 

 [実験結果] 

 図１に検出器アレイの逆方向電圧 100V における暗電流値の分布を示す。この結果からアレイ面内で暗

電流の値が均一となっていることが確認できる。図２に上記の条件で作製した検出器の放射線検出特性を

示す。測定は 241Amを用いて、常温下で逆方向電圧 70V を印加して行った。その結果から 241Amに対応した

すべてのエネルギーピークが明瞭に観察されていることが確認できる。 

  

図１ 暗電流分布 [μA/cm2] 

 

図 2 CdTe 層による放射線検出特性 
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